Tranz polowe (unipolarne)
Polowe- oddział polem elek na kondukt kanału w pp stanowiącym wówczas rezystor nieliniowy
Unipolarne- w przewodnictwie uczestniczy tylko jeden typ nośników – większościowe
1.JFET – spolaryz zaporowo złącze
a)PNFET (-kanał p; -kanał n)
b)MSFET (złącze me-s)
2.IGFET (z izolowaną bramką)
a)MIS(MOS)FET
  - kanał wbudowany (normalnie załączonym lub pracującym ze zubożeniem): -n; -p
  -kanał indukowany (normalnie wyłączonym lub pracującym ze wzbogaceniem): -n; -p
b)TFT (cienkowarstwowy)
PNFET – symbole graficzne
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Ch-ki statyczne
-przejściowa
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-wyjściowe
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I - zakres triodowy (liniowy)
II – zakres pentodowy (nasycenia)
III – zakres przebicia
Częstot graniczne:
Inercja przy szybkich zmianach polaryzacji to rezultat:
a)ładowania warstwy zaporowej złącza bramka-kanał
b)skończonego czasu przelotu nośników w kanale
CZ.GR jest tym większa im:
a)większa jest konduktancja kanału
b)większa grubość kanału (ale rośnie Up)
c)mniejsza jest długość kanału (ograniczenia technologiczne)
MESFET nap bramki reguluje się się grubość warstwy zuboż, a więc zmienia się kondukt kanału „n” między bramką, a półizolacyjnym podłożem. Bardzo mała dł bramki (0,5…2μm) + duża ruchliwość elektr w GaAs => fmax sięgające 50 GHz i więcej oraz P*fmax=10..20W*GHz
Przykładowe parametry:
-szumy (2-4 dB przy 2-10 GHz)
-moc (1-2 W przy 8-10 GHz)
-transkonduktancja gm 20-100 mS
-nap odcięcia Up -1,5 do -4 V
Ch-ki statyczne
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Parametry tranzystorów złączowych
-moc ad misyjna (1W…10W)
-rezystancja we (10MΩ….1GΩ)
-transkonduktancja gm (1 do kilkunastu mA/V)
Struktura MIS – stacjonarny ład na powierzchni pp realizowany w ukł metal- izolator- pp
Idealna str MIS – w metalu, izol i pp nie ma nieskompensowanych ład bez zwen polaryzacji; izol nie przewodzi prądu; prace wyjścia z metalu i pp są równe. 
Rzeczywista str MIS – Am ≠ AS (więc już przy UG=0 zagięcie pasm)(zubożenie); istnieją nieskomp ład w izol; przy granicy „izol-pp” dodatkowe dozwolone poziomy energetyczne – stany powierzchniowe;
W rzecz struk stan z wyprostowanymi pasmami występuje więc dla pp „n” przy UG>0. Pasywacja powierzchni [SiO2 na Si] pozwala obniżyć koncentrację stanów pow z 1019 do 1015m2
MISFET z kanałem indukowanym – (typu n) przy braku polar bramki nie ma możliowści przepływu prądu [polar zapor jednego ze złącz p-n+]; przy polar elektrod jak na rys w warstwie przypowierzch pp indukuje się kanał „n” (inwersja), możliwy jest przepływ prądu
MISFET z kanałem wbudowanym – (typu n) przy braku polar bramik (G) możliwy jest przepływ prądu; przy polar bramki nap ujemnym UGS<0 kanał zwęża się
MISFET (gdy SiO2 to MOSFET)
Podstawowy parametr – napięcie progowe UT (napięcie UGS, przy którym tranzystor przechodzi ze stanu nieprzewodzenia w stan przewodzenia)
-zubożony typu „p”
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-wzbogacony typu „p”
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-zubożony typu „n”
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-wzbogacony typu „n”
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Parametry statyczne MOSFET
a)nap progowe UT (3-5 V)
b)R wejściowa (~1012-1013Ω) TeraΩ (R izolatora SiO2 0,1μm), obwód wejściowy bez poboru mocy
c)nap przebicia (bramka) 30-50V a nawet mniej (normalnie wyłączone) – transportowe zworniki (dawniej) lub wbudowane diody Zenera (obecnie) – bez nich przebicie przy dotyku UDS
d)R S-D przy IDmax (tr włączony)
e)R S-D przy ID=0 (tr wyłączony)
f)moc max   g)szumy ok. 20 dB
h)trans konduktancja gm (5-30 mS dla tr małej mocy; 10 A/V dla tr dużej mocy)
Bramki
AND- koniunkcja (iloczyn logiczny)
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OR-alternatywna (suma logiczna)
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NOT- negacja
y=a
0-1
1-0
NAND – negacja iloczynu
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NOR – negacja sumy
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Wzmacniacz operacyjny- wzmóc o b dużym wzmocnieniu (>1000 V/V), bezpośrednich sprzężeniach, przeznaczony do pracy z zwen sprzężeniem zwrotnym
[image: ]
Zaslianie symetryczne
Wielkość sprzęż zwrotnego (wart R) ma zasadniczy wpływ przede wszystkim na wzmocnienie napięciowe (kU) i max często pracy (fgr) wzmacniacza
-ujemne sprzężenie zwrotne
[image: ]
-odwracający fazę
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-nieodwracający fazy
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-logarytmiczny
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-sumujący
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-różniczkujący
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-całkujący
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-generator przebiegu prostokątnego
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